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Seat No. ___________     Enrolment No.: _____________ 

Gujarat Technological University 
Diploma Engineering C to D Bridge Course Examination 

Subject Code:C300005 Date:  30-05-2015 
Subject Name: Basic Physics (Group-II) 
Time:10:30 am to 12 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make suitable assumption wherever necessary. 
3. Each question is of 1 mark. 
4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed) 
5. English version is authentic. 

No. Question Text and Option.  પ્ર� અને િવકલ. 

1. 
Watt is a unit of 
A. Work B. Power 
C. Energy D. Momentum 

૧. 

વોટ એ ----- નો એકમ છે. 
A. કાયર B. પાવર 
C. ઉ�ર D. વેગમાન 

2. 
1Å=--------cm. 
A. 10-8 B. 10-6 

C. 10-10 D. 10-9 

૨. 

1Å=-------સેમી. 
A. 10-8 B. 10-6 

C. 10-10 D. 10-9 

3. 
The significant numbers of the digit 1.054  is ------. 
A. 2 B. 3 
C. 1 D. 4 

૩. 

1.054 સખં્યા ના સાથર્ક �ક----- છે. 
A. 2 B. 3 
C. 1 D. 4 

4. 
S. I. unit of current is -----. 
A. Mol B. Coulomb 
C. Ampere D. Ohm 

૪. 

પ્રવાહનો . આઈ. એક્મ-----છે. 
A. મોલ B. �ુલબં 
C. એ�મ્પય D. ઓહમ 

5. 

Pitch of the micrometer screw is 0.5mm. There are 50 divisions on its circular scale. 
The least count of the micrometer screw is ------- 
A. 0.1mm B. 0.01mm 
C. 0.1cm D. 0.01cm 

૫. 
માઈક્રોમીટર સ્�નો પ0.5મીમી છે. તેના વ� ુર્ ળાકાર સક�લ પ50 િવભાગ છે. 

માઈક્રોમીટરની લ�ુ�મ માપ શ�ક------ થાય. 
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A. 0.1મીમી B. 0.01મીમી 
C. 0.1સેમી D. 0.01સેમી 

6.  
Internal diameter of the hollow cylinder can be measured accurately by-------. 
A.  Vernier callipers B. Measuring tape 
C.  Meter rule D. Micrometer screw 

૬. 

પોલા નળાકારનો �દરનો વ્યાસ----- વડ� ચોકસાઈથી માપી શકાય છે. 
A. વિન�યર ક��લપસર B. મેજર ટ�પ 
C. મીટર પટ્ D. માઈક્રોમીટર  

7. 
Precision depends on ------- 
A. light B. Pressure 
C. Care taken by person D. Least count of instrument 

૭. 

િવભેદન સીમા-----પર આધા�રત છે. 
A. પ્રક B. દબાણ 
C. વ્ય�ક્ત કાળ� D. સાધનની લ��ુમ માપ શ�ક્ 

8. 

If the zero of the vernier scale remains right side of main scale , then the error is 
called-----. 
A. Negative error B. Positive error 
C. Zero error D. Constant error 

૮. 

જો વિન�યર સ્ક�લનો �ૂ ન્ય �ુખ્ય સ્ક�લના �ૂન્યન ી જમણી બા�ુએ રહ�તો હોય તો 

��ુટને----- કહ� છે. 
A. ઋણ ��ુટ B. ધન ��ુટ 
C. �ૂન્ ��ુટ D. અચળ ��ુટ 

9. 

In g=4π2l/T2 formula if the percentage error in l=2% and in T=3% then the percentage 
error in g=-------. 
A. 1% B. 2% 
C. 8% D. 9% 

૯. 

g=4π2l/T2 �તુ્રમ પ્રિતશત �ુ�ટ અ�ુક્l=2% અને T=3% હોયતો gની પ્રિતશત�ુ=--- 
A. 1% B. 2% 
C. 8% D. 9% 

10. 
From the following four the fundamental physical quantity  is ----------. 
A. Force B. Volume 
C. Energy D. Time 

૧૦. 

નીચેના ચાર માથંી �ૂળ �તૂ ભૌિતક રાિશ----- છે. 
A. બળ B. કદ 
C. ઉ�ર D. સમય 

11. 
The unit of resistivity is ------ 
A. Mho.meter B. Ohm.meter 
C. Ohm D. Mho 

૧૧. 

અવરોધક્તા નો એક-------- છે. 
A. મ્હ.મીટર B. ઓહ.મીટર 
C. ઓહ D. મ્હ 

12. The unit of charge is =--------. 
A. Coulomb B. Ampere 



3/11 

C. Ohm D. Volt 

૧૨. 

િવ�તુ ભારનો એકમ------ છે. 
A. �ુલબં B. એ�મ્પય 
C. ઓહ D. વોલ્ 

13. 

Electric field lines----- 
A. starts from any kind of charge. B. starts from negative charge and ends at 

positive charge. 
C. starts from positive charge and 

ends at negative charge. 
D. none of these three. 

૧૩. 

િવ�તુક્ષેત ર�ખાઓ------ 
A. કોઇપણ િવ�તુ ભાર પરથી શ� 

થાય છે. 

B. ઋણ િવ�તુભારથી શ� થઈ ધન 

િવ�તુભાર પર �રુ� થાય છે. 
C. ધન િવ�તુભારથી શ� થઈ ઋણ 

િવ�તુભાર પર �રુ� થાય છે. 

D. આ ત્રણ માંથી એક પણ ન. 

14. 
There are 30 electrons on one ball. The total charge on that ball will be------. 
A. -4.8x10-18 C B. -1.6x10-19 C 
C. -4.8x10-19 C D. -1.6x10-18 C 

૧૪. 
એક બોલ પર 30 ઈલેકટ્રોન્સ રહ�લા. તેના પર �ુલ િવ�તુ ભાર-------છે. 
A. -4.8x10-18 C B. -1.6x10-19 C 
C. -4.8x10-19 C D. -1.6x10-18 C 

15. 
Ohm is the unit of ------- 
A. Current B. Charge 
C. Electric field D. Resistance 

૧૫. 

ઓહ એ--------નો એકમ છે. 
A. િવ�તુ પ્રવ B. િવ�તુ ભાર 
C. િવ�તુ ક્ષ D. અવરોધ 

16. 
According  to Ohm’s law------ 
A. V α R B. I α V 
C. I α R D. V α E 

૧૬. 
ઓહ ના િનયમ પ્રમા------ 
A. V α R B. I α V 
C. I α R D. V α E 

17. 
The equation of current is --- 
A. q/t B. q2/t 
C. qt D. 2qt 

૧૭. 
િવ�તુ પ્રવાહ�ુ સમીક------ છે. 
A. q/t B. q2/t 
C. qt D. 2qt 

18. 
SI unit of electric field is ----- 
A. C/m B. A/m 
C. C/m2 D. N/C 

૧૮. 
િવ�તુ ક્ષેત્રન.આઈ. એકમ------છે. 
A. C/m B. A/m 
C. C/m2 D. N/C 

19. The relation between electric field and electro static potential difference can be shown 
by the formula-------. 
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A. E=V/r2 B. E=V/r 
C. E=Vr D. E=Vr2 

૧૯. 
વીજ ક્ષેત્ર અને વીજ �સ્થિતમાન વચ્ચેનો સંબંધ દશાર્વ  -----છે. 
A. E=V/r2 B. E=V/r 
C. E=Vr D. E=Vr2 

20. 

If the surface plane is parallel to the electric field lines then electric flux coming out of 
the surface is-------. 
A. zero B. maximum 
C. minimum D. none of these three 

૨૦. 

જો સમતલ સપાટ� વીજ ક્ષેત્રની ર�ખાઓને સમાંતર હોય તો તેમાંથી બહાર આ

િવ�તુ ફ્લ--------હોય. 
A. �નુ્ B. મહ�મ 
C. લ��ુમ D. આ ત્રણ માંથી એક પણ ન. 

21. 
The temperature at which the resistance of the conductor becomes zero is called--------. 
A. Melting point  B. Boiling point 
C. Critical temperature D. Curie temperature 

૨૧. 

વાહક નો અવરોધ �નુ્ય થાય તે તાપમાનન------ કહ� છે. 
A. ગલન �બ��ુ B. ઉત્કલ �બ��ુ 
C. ક્રાં તાપમાન D. ��ુર તાપમાન 

22. 
The formula of the kirchoff’s second law is ---------. 
A. Σ E= ΣIR2 B. Σ E= Σ (I/R) 
C. Σ E=ΣIR D. Σ E= Σ (I2R) 

૨૨. 
�કચ�ફ્ન બી� િનયમ�ુ ં�તુ----- છે. 
A. Σ E= ΣIR2 B. Σ E= Σ (I/R) 
C. Σ E=ΣIR D. Σ E= Σ (I2R) 

23. 

1Ω, 2Ω and 6Ω resistances are connected in series. Equivalent resistance of this 
connection will be ---- 
A. 8 Ω B. 9 Ω 
C. 12 Ω D. 5 Ω 

૨૩. 
1Ω, 2Ω અને 6Ω અવરોધો શ્રેણીમાં જોડ�લા . આ જોડણનો સમ�લુ્ય અવરો-----છે. 
A. 8 Ω B. 9 Ω 
C. 12 Ω D. 5 Ω 

24. 
1Kwh=------------J 
A. 36x105 J B. 36x10-3 J 
C. 36x10 -5 J D. 36x103 J 

૨૪. 
1Kwh=------------J 
A. 36x105 J B. 36x10-3 J 
C. 36x10 -5 J D. 36x103 J 

25. 
In 1 coulomb charge there are -------    electrons. 
A. 6.24x1010 B. 6.24x1015 
C. 6.24x1012 D. 6.24x1018 

૨૫. 
1 �ુલબં િવ�તુ ભારમા-ં------ ઈલેકટ્રોન્સ હોય. 
A. 6.24x1010 B. 6.24x1015 
C. 6.24x1012 D. 6.24x1018 

26. 
1mA=--------A 
A. 10-5A B. 105A 
C. 10-3A D. 103A 

૨૬  1mA=--------A 
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A. 10-5A B. 105A 
C. 10-3A D. 103A 

27. 
The electrostatic force between two steady charges can be find out by the-------- 
A. Coulomb’s law B. Joule’s law 
C. Kirchoff’s law D. Ohm’s law 

૨૭. 

બે િવ�તુ ભારો વચ્ચે લાગ�ુ �સ્થતિવ�ુિતય  ------- પ્રમાણે મેળવી શકાય . 
A. �ુલબંના િનયમ B. �ૂલના િનયમ 
C. �કચ�ફના િનયમ D. ઓહ્મ િનયમ 

28. 

The voltage between the two ends of one conductor   is 5V and current flowing 
through it is 5mA.The resistance of the conductor is----- 
A. 100Ω B. 1K Ω 
C. 10 Ω D. 100K Ω 

૨૮. 

વાહકના બે છેડા વચ્ચે નો વોલટ�5 V છે અને તેમાથંી પસાર થતો પ્રવા5 mA છે. તો 

વાહકનો અવરોધ-------છે. 
A. 100Ω B. 1K Ω 
C. 10 Ω D. 100K Ω 

29. 
The SI unit of magnetic field intensity  is------- 
A. Newton /volt B. Newton/coulomb 
C. Newton/ampere. meter D. Newton/meter 

૨૯. 

�ુબં�કય ક્ષેત્રની તીવ્રતા------છે. 
A. ન્�ુટ/વોલ્ B. ન્�ુટ/�ુલબં 
C. ન્�ુટ/એ�મ્પય. મીટર D. ન્�ુટ/મીટર 

30. 
The unit of magnetic flux is -------- 
A. Weber/m2 B. Tesla  
C. Gauss D. Weber 

૩૦. 

�ુબં�કય ફ્લક્ષનો ------છે. 
A. વેબર/મી2 B. ટ�સ્લ 
C. ગોસ D. વેબર 

31. 
From the followings the diamagnetic substance is -------. 
A. Alnico B. Ferrous 
C. Superconductor D. Liquid oxygen 

૩૧. 

નીચેનામાથંી ------પદાથર્ ડાયમે�ગ્નક . 
A. આ�લ્નક B. ફ�રસ 
C. �પુરકંડકટર D. �લ�ક્વ નાઈટ્રો 

32. 
Which substance can be highly magnetised in the magnetic field ? 
A. Paramagnetic B. Ferromagnetic 
C. Diamagnetic D. Ferrimagnetic 

૩૨. 

નીચેનામાથંી કયા પદાથર્ન �ુબં�કય ક્ષેત્રમાં �ુકતા તે મોટા પ્રમાણમા �ુંબક્ત

કર� છે? 
A. પેરામેગ્ને�ટ B. ફ�રોમેગ્ને�ટ 
C. ડાયામેગ્ને�ટ D. ફ�ર�મેગ્ને�ટ 

33. 
The magnetic field lines ----- 
A. never cut each other. B. cut each other. 
C. cut at south pole and north ploe. D. depends on the place of magnet. 



6/11 

૩૩. 

�ુબં�કય ક્ષેતર ર------. 
A. એકબી�ને કયાર�ય છેદતી નથી. B. એકબી�ને છેદ� છે. 
C. દ�ક્ �વુ અને ઉ�ર �વુ પાસે 

છેદ� છે. 

D. �ુબંક્ન સ્થાન પર આધા�રત છ. 

34. 
In a coil, if the rate of change of current is unit then induced emf depends on---- 
A. the self inductance of the coil. B. the flux connected to the coil. 
C.  width of the coil. D. no. of turns of the coil. 

૩૪. 

જો વીજ પ્રવાહના ફ�રફારનો દર એક એક્મ હોય તો કોઈલમાં  ઉદ્દ�ભવ�ું પ્રે�

ચાલક બળ ------- આધા�રત છે. 
A. કોઈલના આત્મ પ્રેરણ B. કોઈલ સાથે સકંળાયેલા ફ્લક્ 
C. કોઈલની �ડાઈ પર D. કોઈલના ં�ટાની સખં્યા પ 

35. 
The magnetic field do not exert by------. 
A.  magnet B. static charge 
C. moving charge D. current 

૩૫. 

�ુબં�કય ક્ષ------દ્વારા ઉત્પ�  થ�ું . 
A. �ુબંક B. �સ્થ િવ�તુ ભાર 
C. ગિતમાન િવ�તુ ભાર D. િવજ પ્રવ 

36. 
Material used for transformer core should have------. 
A. square  hysteresis loop. B. medium  hysteresis loop. 
C. narrow hysteresis loop. D. circular  hysteresis loop. 

૩૬. 

ટ્રાન્સફોમર કોર તર�ક� વપરાતા પદાથર્ન-------હોય છે. 
A. ચોરસ �હસ્ટ��રિસસ �ૂ  B. િમ�ડયમ �હસ્ટ��રિસસ �ૂ  
C. સાકંડો �હસ્ટ��રિસસ �ૂ  D. વ� ુર્ ળાકા �હસ્ટ��રિસસ �ૂ  

37. 
Susceptibility χm of ferromagnetic substance is ------. 
A. positive and very large B. Zero 
C. negative D. positive but very small 

૩૭. 

ફ�રોમેગ્ને�ટ પદાથર્ની સસે�પ્ટ�બલીટχm------ હોય છે. 
A. ધન અને �બૂ મોટ� B. �નુ્ 
C. ઋણ D. ધન પણ �બૂ નાની 

38. 
Self inductance (L) and mutual inductance (M) of coil depends on ------. 
A. shape of coil B. size of coil 
C. no. of turns of coil D. all A,B & C 

૩૮. 

કોઈલના આત્મ પ્રેરણ અને અન્યોન્ય ------ આધા�રત છે. 
A. કોઈલના આકાર પર B. કોઈલની સાઈઝ પર 
C. કોઈલના ં�ટાની સખં્યા પ D. A,B અને C ત્રણેય  

39. 
Vrms =-------- 
A. Vm/√2 B. √2 Vm 
C. 2 Vm /√2 D. 2√2 Vm 

૩૯. 
Vrms =-------- 
A. Vm/√2 B. √2 Vm 
C. 2 Vm /√2 D. 2√2 Vm 

40.  The resistance of an electric Iron is 120Ω. It works at 240V a.c. at 50Hz. The current 
flowing through it is ------. 
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A. 1.0A B. 0.5A 
C. 2.0A D. 1.8A 

૪૦. 

એક ઈ�ી નો અવરોધ 120Ω છે. તે 240V એ.સી. અને  50Hz આ�િૃતએ કાયર્રત છ. 

તેમાથંી પસાર થતો પ્રવા-----છે. 
A. 1.0A B. 0.5A 
C. 2.0A D. 1.8A 

41. 
Which substance is a semiconductor? 
A. Silicon B. Aluminium 
C. Copper D. Antimony 

૪૧. 

નીચેનામંાથી �ો પદાથર્ અધર્વાહક છ? 
A. િસ�લકોન B. એલ્�ુિમિનય 
C. કોપર D. એ�ન્ટમન 

42. 
In n-type  semiconductor the majority charge carriers are-----  
A. holes B. electrons 
C. none of A, B& D D. both holes and electrons 

૪૨. 

n-પ્રકારના અધર્વાહકમાં �ુખ્ય ચા� ક��રયર ત------હોય છે. 
A. હોલ્ B. ઈલેકટ્રો 
C. A, B અને Dમાથંી એક પણ ન�હ. D. હોલ્ અને ઈલેકટ્રો બ�ે 

43. 
As the temperature increases conductivity of a semiconductor-------. 
A. decreases B. remains constant 
C. increases D. none of A,B & C 

૪૩. 

�મ તાપમાન વધે તેમ અધર્વાહક્ની વાહકત------- છે. 
A. ઘટ� B. અચળ રહ� 
C. વધે D. A,B અને C માથંી એક પણ ન�હ. 

44. 
Which impurity is added in a pure semiconductor to make p-type semiconductor? 
A. Antimony B. Arsenic 
C. Phosphorus D. Gallium 

૪૪. 

p-પ્રકાર અધર્વાહક બનાવવા ક�વા પ્રકારની અ�ુ�ધ્ધ ઉમેરવી? 
A. એ�ન્ટમન B. આસ�િનક 
C. ફોસ્ફર D. ગે�લયમ 

45. 
In  reverse bias condition  resistance of p-n junction diode will be--------. 
A. zero B. less 
C. infinite D. high 

૪૫. 

p-n જકંશન ડાયોડના ર�વસર્ બાયસ જોડાણમાં અવરો------હોય છે. 
A. �ૂન્ B. ઓછો 
C. અનતં D. વ� ુ 

46. 
In a bridge rectifier-------p-n junction diodes are used. 
A. four B. two 
C. three D. one 

૪૬. 

બ્ર ર�ક�ટફાયરમા ં-------ડાયોડ હોય છે. 
A. ચાર B. બે 
C. ત્ D. એક 

47. The width of the depletion layer in a forward bias condition of p-n junction diode -----. 
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A. changes frequently B. remains constant 
C. decreases D. increases 

૪૭. 

p-n જકં્શન ડાયોડની ફોરવડર્ બાયસ �સ્થિતમાં ડ�પ્લેશન સ્તરની------. 
A. વારંવાર બદલે  B. અચળ રહ� 
C. ઘટ� D. વધે 

48. 
In a p-n-p transistor , the collector of transistor is composed by ------. 
A. p-type material B. n-type material 
C. none of A, B and D D. both n-type and p-type 

૪૮. 

 p-n-p ટ્રાન્ઝીસ્ટરમાં ક્-------નો બનેલો હોય છે. 
A. p-પ્રકાર અધર્વાહ B. n-પ્રકાર અધર્વાહ 
C. A, B અને D માથંી કોઈ ન�હ. D. બ�ંે n અને p પ્રકારના અધર્વા 

49. 
Which consists of high impurities among  base, emitter and collector of the transistor? 
A. base B. emitter 
C. collector D. none of these three 

 ૪૯. 

ટ્રાન્ઝીસ્ટરનાં, એિમટર અને ક્લેકટર માંથી શેમાં અ�ુ�ધ્ધ વધાર� હોય ? 
A. બેઝ B. એિમટર 
C. ક્લેકટ D. આ ત્રણમાંથી એક પણ ન 

50. 
The unit of transconductance is------. 
A. Ohm B. Ohm/m 
C. Mho/m D. Mho 

૫૦. 

ટ્રાંન્સકંડકટન એકમ ------છે. 
A. ઓહ B. ઓહ/મી 
C. મ્હ/મી D. મ્હ 

51. 

If the emitter is common between input and output of the transistor then the circuit is 
called-----------. 
A. CC-circuit B. CB-circuit 
C. CE-circuit D. BC-circuit 

૫૧. 

ટ્રાન્ઝીસ્ટરના ઈન�ુટ અને આઉટ�ુટ વચ્ચે એિમટર કોમન હોય તો તેવા જો------ 

કહ� છે. 
A. CC-પ�રપથ B. CB-પ�રપથ 
C. CE- પ�રપથ D. BC-પ�રપથ 

52. 
Pentavalent impurity produces--------semiconductor. 
A. p-type B. n-type 
C. p and n both type D. pure (intrinsic) type 

૫૨. 

પેન્ટવેલેન અ��ુધ્ધ ઉમેરવાથ------અધર્વાહક બને છ. 
A. p-પ્રકાર B. n-પ્રકાર  
C. p અને n બ�ંે પ્રકાર D. �ધુ્(ઈન્ટ્રાં) પ્રકાર 

53. 
1nm=---------m 
A. 10-9 B. 10-6 

C. 109 D. 106 

૫૩. 
1nm=---------m 
A. 10-9 B. 10-6 

C. 109 D. 106 
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54. 
Fullerene  consist of --------carbon atoms. 
A. 100 B. 50 
C. 75 D. 60 

૫૪. 
�લર�ન ---- કાબર્ન પરમા�ુનો બનેલો હોય છ. 
A. 100 B. 50 
C. 75 D. 60 

55. 

MWNT means------. 
A nano tube having single cylinder B. nano tube having different diameters. 
C. concentric nano tube having 

different diameters. 
D. nano tube having different cylinders 

૫૫. 

MWNT એટલે------- 
A. એક જ નળાકાર ધરવતી નેનો 

ટ�બુ 

B. �ુદા �દા વ્યાસ ધરવતી નેનો ટ�ુ  

C. �ુદા �દા વ્યાસ ધરાવતી

સમક�દ્રી નેનો ટ�  

D. �ુદા �દા નળાકાર ધરવતી નેનો ટ�બુ 

56. 
The SA/V ratio for nano substance is --------. 
A. very high B. very low 
C. zero D. infinite 

૫૬. 

નેનો પદાથર્ માટ�SA/V �ણુો�ર------હોય છે. 
A. �બુ વધાર�  B. �બુ ઓછો 
C. �નુ્ D. અનતં 

57. 
 The method to prepare nano particle is--------. 
A. Ball-mill technique B. Sol-gel technique 
C. Electro deposition technique D. All these three techniques 

૫૭. 

નેનો કણ બનાવવાની પ�ધ્ધ્-------છે. 
A. બોલ-િમલ પ�ધ્ધ B. સોલ-�લ પ�ધ્ધ 
C. ઈલેકટ્ ડ�પોઝીશન પ�ધ્ધ D. આપેલ ત્રણેય પ�ધ્ 

58. 
The propagation of sound is due to ----------. 
A. compression only B. compression and rarefaction 
C. rarefaction only  D.  crest and trough 

૫૮. 

ધ્વિન�ુ પ્રસર--------થાય છે. 
A. માત સઘંનન દ્વા B. સઘંનન અને િવઘનન બ�ંે દ્વા 
C. માત િવઘનન દ્વા D. �ુગં અને ગતર્ દ્વ 

59. 
The velocity of sound waves is maximum in -----. 
A. liquid B. gas 
C. solid D. vacuum 

૫૯. 

ધ્વિનન વેગ------મા ંમહ�મ હોય છે. 
A. પ્રવા B. વા� ુ
C. ઘન D. �નુ્યાવકા 

60. 

The formula that shows the relation between velocity, frequency and wavelength of 
sound is  -------. 
A. V=nλ B. Vλ=n 
C. Vn=λ D. V2=nλ 

૬૦. ધ્વિનના વેગ, આ�િૃત અને તરંગલબંાઈ વચ્ચેનો સંબંધ દશાર્વ�ુ �  ----છે. 
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A. V=nλ B. Vλ=n 
C. Vn=λ D. V2=nλ 

61. 

The sound produced by tuning fork has frequency 480Hz and velocity  330m/s, then   
the wavelength of sound wave is -------- 
A. 0.6875m B. 6.875m 
C. 0.06875m D. 68.75m 

૬૧. 

એક ધ્વિન ચીિપયા દ્વારા ઉત્પ� થતા ધ્વિન તરંગની   480હ�્ર્ અને વેગ 

330મી/સે હોય તો ધ્વિન તરંગની તરંગ લંબાઈ-------થાય. 
A. 0.6875મી B. 6.875મી 
C. 0.06875મી D. 68.75મી 

62. 
In which phenomenon the white light converts into its seven constituent colours? 
A. Refraction B. Dispersion 
C. Reflection D. Interference 

૬૨. 

કઈ ઘટનામા ંપ્રકાશ�ું તેના �ૂળ�ુત સાત રંગમાં �પાંતર થાય  ? 
A. વક્ર�ભ B. િવભેદન 
C. પરાવતર્ D. વ્યિતકર 

63. 

Total internal reflection of light happens only when --------. 
A. incident angle is less than critical 

angle 
B. incident angle is equal is critical angle 

C. incident angle is greater than 
critical angle 

D incident angle and angle of refraction 
are equal 

૬૩. 

પ્રકાશ� �ણુર્ �ત�રક પરાવતર્ન ત્યાર� જ થાય �ય------- 
A. આપાત કોણ એ ક્રાંિતકોણ કરત

નાનો હોય. 

B. આપાત કોણ અને ક્રાંિતકોણ સરખા હ. 

C. આપાત કોણ એ ક્રાંિતકોણ કરત

મોટો હોય. 

D. આપાત કોણ અને વક્ર��ુત કોણ સરખ

હોય. 

64. 
As the refractive index of medium is high then the velocity of light in that medium ----. 
A. increases B. becomes zero 
C. decreases  D. remains constant 

૬૪. 

જો માધ્યમનો વક્ર�ભવનાંક વધાર� હોય તો તે માધ્યમમાં પ્રકાશ------ 
A. વધે. B. �નુ્ થાય. 
C. ઘટ�. D. અચળ રહ�. 

65. 
The superposition of light is called ----. 
A. Interference  B. Polarization  
C. Diffraction  D. Refraction  

૬૫. 

પ્રકાશન સપંાતીકરણને------કહ� છે. 
A. વ્યિતકર B. �વુીભવન 
C. િવવતર્ D. વક્ર�ભ 

66. 
Laser radiation is----. 
A. Unidirectional  B. Coherent and stimulated 
C. Monochromatic  D. All these three are correct 

૬૬. 
લેસર�ુ ંતરંગ-------હોય છે. 
A. એક�દિશય B. �સુબંધ્ અને ઉ�દ્દ 
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C. એકરંગી D. આપેલ ત્રણ સાચા છે. 

67. 
Among these four which is not related to the types of laser? 
A. Solid laser B. Gas laser 
C. Liquid laser D. Plasma laser  

૬૭. 

નીચેના ચારમાથંી ક� ુલેસરના પ્રકાર સાથે સંકળાયેલ ન? 
A. ઘન લેસર B. વા� ુલેસર 
C. પ્રવા લેસર D. પ્લાસમ લેસર 

68. 
In  He-Ne laser the ratio of He-Ne is ---. 
A. 1:10 B. 10:1 
C. 1:1 D. 1:20 

૬૮. 
He-Ne લેસરમા ંHe-Ne � ુ ંપ્રમ-----હોય છે. 
A. 1:10 B. 10:1  
C. 1:1 D. 1:20 

69. 
Optical fibre works on the principle of ------. 
A. Reflection  B. Refraction  
C. Total internal reflection  D. Double refraction  

૬૯. 

ઓ�પ્ટકલ ફાઈબર-------ના ંિસધ્ધાંત પર કાયર્ કર� . 
A. પરાવતર્ B. વક્ર�ભ 
C. �ણુર �ત�રક પરાવતર  ્ D. ડબલ વક્ર�ભ 

70. 

In a multimode fibre -------. 
A. more than one light radiation 

propagates through the fibre 
B. single light radiation propagates 

through the fibre 
C. light radiation do not propagates 

through the fibre 
D. none of all these three 

૭૦. 

મ�લ્ટમો ફાઈબરમાથંી------ 
A. એક કરતા ંવ� ુપ્રકાશનાં તરંગો�ુ

પ્રસરણ થાય . 

B. એક જ પ્રકાશનાં તરંગ�ું  પ્રસરણ 

છે. 
C. પ્રકાશનાં તરંગ�ું  પ્રસરણ થ

નથી. 

D. આ ત્રણેય માંથી એક પણ ન. 

 


